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１．概要（Summary） 

ウェハ接合は低結晶欠陥密度の格子不整合ヘテロ構

造形成法であることから、高効率な多接合太陽電池の作

製法として期待されている[1]。本研究では、低コストなこと

から太陽電池への使用が有望視される Siおよび III-V化

合物半導体の接合形成に取り組んでいる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 リン拡散炉、イオン注入装置、酸化

炉 

【実験方法】 

 広島大学支援機関にて、ドープ濃度 1016 cm-3の p型 Si

ウェハ（サイズ：2 インチ、厚み：280 m、面方位：<100>、

ドーパント：リン）に、リンの拡散およびボロンのイオン注入

を行って頂いた。リン拡散の条件は、N2＝ 3slm、

O2=0.1slm、900℃ 60 分、パージ N2＝8slm、900℃ 

10 分、ボロンの注入条件は、加速電圧 30keV、ビーム電

流 47A、ドーズ量＝3x1015、７°であった。酸化炉はリン

ガラスの焼成のために使用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今年度は当該試料を用いた実験を行うことはできなか

ったが、これまで開発を行ってきた機能性界面材料を介

した半導体ウェハ接合技術を用い、今後、高性能な新規

構造太陽電池の作製を行っていく予定である。例えば、

多接合太陽電池の発電層として用いられるⅢ-Ⅴ族化合

物半導体は、表面に数 nmオーダーの粗さを持つ．その

ためⅢ-Ⅴ族化合物半導体をウェハ直接接合法によって

積層する際は、事前にその表面を研磨する必要があり、

作業効率が低い。そこで柔軟性を有するような界面材料

を採用する、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体の表面を研磨せずと

も、多接合太陽電池が作製可能であることを実証したいと

考えている。このようなプロセスを経て、Ⅲ-Ⅴ族化合物半

導体太陽電池のウェハと今回の Si太陽電池のウェハとを

接合することで高い発電効率を有する多接合太陽電池を

作製する予定である。 
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